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Com isercdo do dopante através da implantagdo ionica, sdo gerados defeitos pontuais na matriz do Si, o que faz com
que o dopante difunda bem mais rapidamente do que a normal (aumento transitorio da difusdo - ATD). Esse
fendmeno representa um obstaculo & obtencdo das juncBes rasas requeridas na crescente miniaturizacdo dos
dispositvos microeletronicos. A co-implantacdo F reduz o ATD do dopante. Nesse trabalho buscamos determinar a
posicao reticular dos atomos de F dissolvidos na matriz do Si. Com isso, poder-se-a entender melhor o papel do F na
reducdo da difusdo do B. Para esse fim, combinamos as técnicas de Espectrometria de Retroespalhamento de
Rutherford e de Analise por Reacdo Nuclear Ressonante [19F(p, ag)160]. O feixe de protons incide com energia de
350KeV e alinhado com as dire¢des critalogréficas principais do cristal de Si. Comparando as curvas do nimero de
particulas gamas produzidas na reacdo nuclear em funcédo da orientacdo do cristal, determinamos o sitio em que 0s
atomos de F se encontram.

92



